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Die folgenden Angaben mind d»n vom Anmelder etngereiehten Unterlsgen entnommen 

® Gasentledungslampe und zugehoriges Herstellungsverfahren 

® Gasenttadungslampe mit einem Entiadungsgefaft, bei- 6 
spielsweise aus Grundplatte, Frontptatte (2) und Rahmen 
<3) waist mindestens ein Verschiuftelement (6) auf, das 
eine EntladungsgefaGoffnung gasdicht verschlieSt in 
dam das VerschluBelement (6> in die Entladungsgasge- 
feRoffnung eingesetzt und anschlieBend aufgeschmolzen 
wurde. Das VerschluBeiement (6) besteht aus einem im 
Vergleich zum restlichen Entladungsgefafc niedrig 
schmelzenden Material, z. B. Sinterglas. Auf ein zusatzli- 
ches Verbindungsmittel zwischen Verschluftelement (6) 
und der benachbarten Wandung des Enttadungsgefalies 
(2) kann verzichtet werden. 
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Beschreibung 
Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft cine Gasentladungslampe und de- 5 
rcn Herstellung. 

Insbesonderc richtet sich die Erfindung auf eine GasenUa- 
dungslampe, die fur dielekirisch behinderte Endadungen 
ausgclegt ist, bei der also zuniindest die Elektrode(n) einer 
Polaritat durch eine dieleklrische Schicht von dem Entla- 10 
dungs volu men in dem EntiadungsgefaU der Lampe getrennt 
ist (sind) (dielektrisch behinderte Elektrode). 
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Mit bcvorzugtcn Ausgestaltungcn richtet sich die Erfin- 
dung dariiber hinaus auf Rachstrahlerlampen und deren 
Herstellung - insbesondere fur dielektrisch behinderte Ent- 
ladungen. Die Technologie von Gasentladungslampen, ins- 
besondere von Gasentladungslampen fiir dielekirisch bchin- 20 
derte Entladungen und wiederum insbesondere von Flach- 
strahler-Gasentladungslampen wird bier als Stand der Tech- 
nik vorausgeselzt. Als Beispiel wird zudem verwiesen auf 
die vorherigc deutsche Patentanmeldung 197 11 890.9 der- 
selbcn Anmeiderin, dcren Offenbarungsgehalt hinsichtlich 25 
der Lampentechnologie von Flachstrahler-Gasentladungs- 
lampcn fiir dielektrisch behinderte Entladungen duruh Inbe- 
zugnahme hiermit inbegriffen ist. 

Dariiber hinaus richtet sich die Erfindung auch auf stab- 
formige Entladungslampen, insbesondere fur dielektrisch 30 
behinderte Entladungen. In diesem Zusammenhang wird auf 
die WO 98/49712 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt 
hinsichtlich der Lampentechnologie von stabformigen Ent- 
ladungslampen fiir dielektrisch behinderte Entladungen 
durch Inbezugnahme hiermit inbegriffen ist. In der genann- 35 
ten Schrift ist eine stabformigen Apertur-Entladungslampe 
mit mindestens einer innenliegcnden streifenforrnigen Elek- 
trode offenbart. Ein Ende des rohrfbrmigen Entladungsgefa- 
Bes der Lampe ist mit einem Stopfen gasdicht verschlossen, 
der mittels Giaslot mit einem Teil der Innenwandung des 40 
EntladtingsgefaBes verschmolzen ist. Die streifenformige 
Innenelektrodc ist durch das Giaslot hindurch als Slromzu- 
fuhrung nach auBen gefuhrt. Nachteilig ist, daB zwischen 
Stopfen und GefaSwandung eine Glaslotschichl als gasdich- 
tes Verbindungsmiltel erforderlich ist 45 

Darstellung der Erfindung 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Gasent- 
ladungslampe bereitzustellen, deren EntladungsgefaB sich 50 
relativ einfach gasdicht verschlieBcn laSt 

Diese Aufgabe wird erfindung sgemaB geldst durch eine 
Gasentladungslampe mit einem EntladungsgefaB, dadurch 
gekennzeichnct, daB das EntladungsgefaB mindestens ein 
VerschluBclernent aufweist, welches in eine Entladungsge- 55 
faBoffnung eingepaBt und aufgeschmoizen wurde und da- 
durch die EntladungsgefaBoffnung gasdicht verschlieBt. 

Bevorzugte Ausgestallungen der erfindungsgemaBen 
Gasendadungslampe sind Gcgenstand der abhangigen An- 
spriiche. 60 

Das erfindungsgemaBe Herstellungsverfahren der Gas- 
endadungslampe ist Gegenstand des Verfahrensanspruchs. 

Wcitcrc bevorzugte Mcrkmalc des Herstcllungsvcrfah- 
rens finden sich in den davon abhangigen Anspriichen. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, eine oder 65 
mehrere Offnungen in einem EntladungsgefaB einer Kntla- 
dungslampc durch das Aufschmclzcn cincs in die bzw. jede 
EndadungsgcfaBoffnung eingepaBten VerschluBelernents zu 



verschlieBen. Auf diese Weise kann auf ein zusatzliches 
Verbindungsmittel, z. B. eine Glaslotschicht wie im Stand 
der Technik, zwischen VerschluBelement und der Wandung 
der EntladungsgefaBoffnung vcrzichtct werden. 

Durch Aufheizen wird erreicht, daB die Erweichung des 
Materials des VerschJuBelemenls zu einer festen Verbindung 
mil und gegebenenfalls zu einer Formanpassung an die 
Wandung der EndadungsgefaBoffnung fuhrt. Mit dem Be- 
griff Aufschmelzen ist sinngemaB nicht notwendigerweise 
ein tJbergang in eine im eigentlichen Wortsinn flussigc 
Phase gemeinL Vielmehr ist auch eine ausreichende Erwei- 
chung inbegriffen, die einerseits zu einer ausreichenden 
Haftung des erweichten Materials an die der Endadungsge- 
faBoffnung unmittelbar benachbarten CxefaBwandung und, 
bei Bedarf, zu einer Formanpassung daran fuhrt. Typischer- 
weise wird bcim Aufschmclzcn cine Viskositat des Ver- 
schluBelernents in der GroBenordnung von 10 6 dPas (Dezi- 
pascal Sekunden) oder weniger angestrebL 

Um beim Aufschmelzen des VerschluBelernents die 
Lampe selbst, d. h. insbesondere das evth aus mchrcrcn Tci- 
len gefugte EndadungsgefaB, die Eleklroden, gegebenen- 
falls funktionelle Schichten wie dielektrische Barricrcn, 
LeuchtstofTe usw., nicht zu beeinlrachligcn, isl das Material 
des VerschluBelernents so gewatilt, daB seine Erweichungs- 
temperatur unterhalb jener der restlichen verwendeten Ma- 
terialien, insbesondere fur das EntladungsgefaB liegt. Insbe- 
sondere ist die Erweichungslemperalur des VerschluBele- 
rnents relativ gering, so daB typische Temperaturen zum 
Aufschmelzen im Bereich zwischen ca. 350°C und 600°C 
liegen, beispielsweise 400°C. Zum einen konnen dadurch 
die bei hoheren Temperaturen auftretenden Ausgasungcn 
aus den Malcrialien des EntiadungsgefaBes unterbunden 
oder zumindest relativ gering gehalten werden. Des weite- 
ren wird die thermische Belastung des EntiadungsgefaBes 
relativ gering, wodurch mechanischc Beschadigungen auf- 
grund von Verspannungen oder thermischen Veranderungen 
des Materials nahezu vermieden werden konnen. Typisch ist 
bei der Aufschmelztemperatur die Viskositat des VerschluB- 
elernents mindestens, zwei besser mindestens drei Zehner^ 
potenzen kleiner ist als jene des EndadungsgefaBes, mit ei- 
ner deudich hoheren Erweichungsteniperatur, im Beispiel 
520°C. 

Das bzw. jedes VerschluBelement ist ein vorgefertigtes 
Halbzeug, z. B. ein Formteil aus Sinterglas, beispielsweise 
Bleiborsilikat- (Pb-Si-B-O), Wismutborsilikat- (Bi-Si-B-O), 
Zinkborsilikat- (Zn-Si-B-O), Zinkwismutborsilikatglas (Zn- 
Bi-Si-B-O) oder Phosphatglas (SnO-ZnO-P 2 O s ). Das Enda- 
dungsgefaB besteht hingegen aus einem hierfur Ciblichen 
Glas wie beispielsweise Kalknatronsilikatglas. 

Eine solche erfindungsgemaB durch Aufschmelzen eines 
VerschluBelernents verschlossene Offnung kann eine Befull- 
offnung zum Auspumpen und Beflillen sein, die nach dem 
Befullen verschlossen werden muB. In diesem Fall kann das 
VerschluBelement beispielsweise die Form eines Stopfen 
haben, der nach dem Beflillen in die BefUhWnung eingc- 
setzt und anschlieBend aufgeschmoizen wird und danach die 
Befulloffnung gasdicht verschlieBt. Als VerschluBelement 
cigncl sich aber auch ein HUlse mit verdicktem Rand, d, h. 
einem Art Kragen mit Bohrung, die hier als eigentliche Be- 
fulloffnung dient. Diese Variante hat den Vforteil, daB das 
VerschluBelement bereits vor dem Befullen in die Offnung 
des FjitladungsgcfaBes eingesetzt werden kann. Nach dem 
Befullen muB das VerschluBelement nur noch aufgeschmoi- 
zen und damit die Offnung gasdicht verschlossen werden. 

Dariiber hinaus kann es sich jedoch auch um eine Off- 
nung handeln, durch die beispielsweise eine elektrische 
Durchfuhrung hindurchgclcgt ist und die dicht verschlossen 
werden soil, wobei die Durchftihrung eingeschmolzen wcr- 
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den soli. Auch in diesem Fall isi es gunstig, das aufzu- 
schmelzendc VerschluBelement als verdickten Rand der 
Offnung vorzusehen. Dann kann das Glas bei seiner Krwci- 
chung gleichmaBig von alien vSeilen der Offnung aus die 
Offnung verschlieBen. Wenn die Offnung eine BefUlloff- 5 
nung Lst, kann der Durchmesscr der Offnung beispielswcise 
1-5 mm betragen. 

Wie eingangs bereits erlautcrt, richtct sich die Erfindung 
bevorzugi auf RachstrahlcrentladungsgcfaBe. Diesc konnen 
aus ciner ( irundplallc und einer Prontplaue sowic einem die 10 
beiden Plauen verbindenden Rah men aufgebaut sein. Hine 
gunsuge Anordnung einer Befulloffnung kann dabei in dem 
Rahmen licgen, weil dadurch die Lichtabstrahlung beson- 
ders wenig beeintrachtigt wird. Dies gill im ubrigen auch fur 
elekirische Durchfilhrungen. Moglich sind jedoch auch An- 15 
ordnungen in der Bodcnplattc odcr in der Dcckenplatlc, wo 
bei cine geschickte Unlcrbringung in cincm Randbcrcich zu 
bevorzugen ist, urn die Lichtabstrahlung und den Entla- 
dungselektrodenvcrlauf nicht zu storen. 

Rohrformigc Entladungslampcn sind im ubrigen weniger 20 
von der Problematik der gezielten gunsligen Anordnung ei- 
ner Befulloffnung betroffen, da ein Kntladungsrohr zunachst 
zwangsweise an seincn beiden Rnden jc eine /.um Befullen 
gecigncte Offnung aufweist, die, beispiclsweise durch die 
erfindungsgcmaBen VerschluBclcmente, verschlossen wer- 
den iniissen. 

Das Aufheizen zum Aufschntelzen des VerschluBelc- 
menls kann jedenfalls durch Warmestrahlung, beispiels- 
weise in einem Ofen oder mittels IR-Strahler, odcr durch 
eine Ramrnc realisien werden. 

[m Ilinblick auf die filr solchc Verfahrensschritle geeig- 
nete Vorrichlung richtet sich die Erfindung femer auf eine 
Durchfuhrung des Vcrfahrens in einem Vakuumofen /.um 
Auspumpcn und Befullen bei gleichzeitig kontrolliert er- 
hohter Temperatur. 

Beschreibung der Zeichnungen 

Ira Folgcnden wird die Erfindung anhand mchrerer Aus- 
fuhrungsbcispicle konkreter erlautcrt, wobei die hicrbei of- 
fenbarten Merkmalc auch einzeln odcr in anderen als den 
dargestellten Kombinationen erfindungswesentlich sein 
konnen. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematisicrte Querschnittansicht durch ein 
nachstrahler-EntladungsgefaB vor dem erfindungsgcmaBen 
VerschlieBen nach einem crsten erfindungsgemaBen Aus- 
fuhrungsbcispiel; 

Fig. 2 eine Ausschnittsdarsiellung zur Fig. 1 mit vcr- 
schlossener Bcfiilloffnung; 

Fig. 3 cine Ausschnittsdarsiellung mil einer altcrnativen 
Befulloffnung zu Fig. 1 vor dem VerschlieBen nach cincm 
zweiten erfindungsgcmaBen Ausfuhrungsbeispicl; 

Fig. 4 das Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 3 nach dem Ver- 
schlieBen; 

Fig. 5 eine schematisicrte Darstcllung einer Produktions- 
slraBe fur das crfindungsgemaBc Verfahren. 

Bei den in den Fig. 1 5 dargeslclUcn beiden Ausfuh- 
rungsbeispielen der Erfindung wird cine Befulloffnung in 
einem EntladungsgefaB mit cincm Glas VerschluBelement 
durch Aufschmelzen verschlossen. Nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispicl kann das VerschluBelement in ciner der 
Platten, nach dem zweiten in deni Rahmen eines Flachstrah- 
lcrcndadungsgcfaBcs angcordnct sein. 

Fig. 1 zeigt eincn schematisierten Querschnitt durch cin 
MachstrahlcrenUadungsgefaB. Dabei bezeichnet die Ziffer 1 
eine Grundplatte und die /.iffer 2 eine Frontplatte sowic die 
Ziffer 3 cincn Rahmen. der bcidc Platten vcrbindct. Dicsc 
Bestandteile bestchen aus Kalknatronsilikatglas und sind in 
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cincm vorhergchenden Fugeverfahrcnsschritl uber cine mil 
4 bezcichnete Glasloischicht miteinander vcrbunden wor- 
den. Das rcsultierende EntladungsgefaB hat eincn im we- 
scntlichen rechteckigen Qucrschniu sowic cincn (nicht dar- 
gestellten) rechlcckigen GrundriB. Ks dient zur Ilerstcllung 
eines Flachslrahlers mil. diclektrisch behindcrten Kntladun- 
gen zur Hinterleuchtung eines Flachbildschirms oder auch 
fur die Allgemeinbclcuchtung. Dementsprcchcnd sind auf 
der in der Figur oben liegenden Seitc der Grundplatte 1 in- 
nerhalb des durch den Rahmen 3 begrenzten Bcreichs lilek- 
trodenstreifen aufgedruckt, wobei cin leil der Elcklroden 
mit einer diclektrischen Schicht bedeckl ist. Dicsc Kinzel- 
hcitcn sind hier nicht von weiterem Inicrcsse und dahcr 
nicht dargestellt. Es wird der OfTenbarungsgehalt der bereits 
zitiertcn Antneldung 197 11 890.0 in Bezug genommen. 

Jedenfalls ist das Vorhandcnscin der Elcktrodcnstrcifcn 
auf der Grundplatte 1 Grund fur die Anordnung einer Be- 
fulloffnung 5 in der Frontplatte 2. Dabei liegt die Befulloff- 
nung 5 in Fig. 1 der Einfachheil halbcr im wesendichen mil- 
tig; bei ciner konkreten Ausfuhrungsform ist jedoch cine 
Randlage aus bereits crlauterten Grtinden bevorzugi. 

In die Befulloffnung 5 ist in der Form eines verdickten 
Kragens eine Glashulse 6 als VerschluBelement cingeselzl. 
Das VerschluBelement 6 besteht aus einem relativ niedrig- 
2S schmelzenden Sintcrglas, z. B. Bleiborsilikatglas (Pb-Si-B- 
O). In ciner Aufheizphase wird dieses VerschluBelement 6 
auf eine Temperaluren von ca. 400°C crhitzl, wodurch es auf 
eine Viskositat von unter \(f dPas erweicht, und als Tropfen 
durch die Oberflachenspannung in die Befulloffnung 5 hin- 
30 eingezogen wird. Nach dem Krkalten ist die Befulloffnung 5 
in der in Fig. 2 schematisch dargestellten Art verschlossen, 
wobei die relativ geringe crforderliche Erwarmung fur das 
Erweichcn des VcrschluBelements 6 das ubrige Entladungs- 
gefaB nicht beeintrachtigt. Zcichnerisch ist angc<icutet, dafi 
35 das die Befulloffnung 5 verschlieBcndc VerschluBelement 6 
gegeniibcr der rest lichen Frontplatte 2 cine leichte Wcllig- 
kcit erzeugt. Aus dicscm Grund ist die bereits erwahnte 
wandnahe Anordnung vorzuziehen. 

Eine Alternative hierzu zeigen die Fig. 3 und 4, wobei in 
40 Fig. 3 der noch unverschlosscne und in Fig. 4 der vcrschlos- 
sene Zustand ciner Befulloffnung 5 f dargestellt ist. GemaB 
Fig. 3 ist eine Befulloffnung 5' in einem Rahmen 3* vorgesc- 
hen, der Rahmen 3' wcist also eine Liickc auf. In die Befull- 
offnung 5' ist in ahnlichcr Weise wie in Fig. 1 dargestellt 
45 eine Kragenhulse 6' eingesctzt, die im ubrigen den vorste- 
henden lirlauterungcn zu Fig. 1 entspricht. 

Nach der Autheizphasc bis /.um Erwcichungspunkl des 
VcrschluBelements 6' ist die Befulloffnung 5' von dem auf- 
geschmolzencn VerschluBelement 6' verschlossen, wie in 
50 Fig. 4 dargestellt. Diese Variante bietet den Vortcil ciner 
kleinstmoglichcn Becinlrachtigung der Lichlabstrahlungsci- 
genschaften der Gascntladungslampe. 

GemaB Fig. 5 erfolgl der erfindungsgcmaBc Teil des Her- 
stellungs vcrfahrens in einer schematisch dargestellten Pro- 
55 duktionsstraBc aus drei Staiionen 7, 8 und 9. Wie mit dem in 
Fig. 5 links eingezeichneten Pfeil verdeutlicht. wird ein aus 
der Grundplatte 1, der FrontplaUe 2, dem Rahmen 3 und 
dem VerschluBelement 6 zusanimcngcsety.ter und an den ge- 
eignetcn Stcllcn mit Glaslot 4 vcrsehener Aufbau in die erste 
60 Station 7. einen Durchlaufofen /um Fugen diescr llalb- 
zeuge, eingcschleust. Darin wird durch Erhilzen auf eine 
Temperatur zwischen 240° und 520°C das KntladungsgcfaB 
gcfiigl. Dabei licgl in dem Durchlaufofen cine Schutzgasal- 
mosphare vor Durch grundliches Spiilcn werden die bei den 
65 crhohten Temperaluren austretenden Kontaminationen, ins- 
besondcre Binder aus dem Glaslot 4, ausgctricben. 

Die Temperatur in dem Durchlaufofen 7 wird sowcit cr- 
hoht, daB sich bei einer Viskositat des Fugelotes von deul- 
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lich unter I0 6 dPas das Glaslot 4 erweicht und die zu fugeu- 
den Teile verbindet Dazu sind typischerweise Tempcraturen 
von 520°C notwendig. Die Schutzgasatmosphare dient im 
wesendichen dazu, eine Oxidation des (in den Figuren nicht 
dargestellten) Leuchtstoffs in dem EntladungsgefaB bei den 
crhohten Temperaturen zu verhindem. Kin (wesentlich auf- 
wendigerer und damit teurerer) Vakuumofen ist in der Sta- 
tion 7 nicht erforderlich. 

Nach dem Fugen und Abkuhlen auf eine Temperatur mit 
einer Viskositat des Glaslotes 4 von iiber 10 10 dPas wird das 
EntladungsgefaB in die zweite Station 8 eingeschleust, wo- 
bei das VerschluBelement 6 noch dem in den Fig, 1 und 3 
dargestellten Zu stand entspricht. Daher ist das Innere des 
EntladungsgefaBes uber die Befiilloffhung 5 noch ofFen. In 
dem Vakuumofen 8 wird daher durch die BefttUdfTnung 5 
abgcpumpt, wobci das EndadungsgcfaB auf cincr zur Untcr- 
slDtzung weiterer Desorptionsprozesse und hinsichtlich der 
bei der folgenden Aufschmelzung des VerschluBelements 6 
geeigneten crhohten Temperatur von 250°-300°C gehalten 
wird. " 20 

Alternativ kann das VerschluBelement 6 auch erst in dem 
Vakuumofen 8 aufgebracht wcrden. 

Nach ausreichendein Abpumpen wird in dem Vakuum- 
ofen 8 eine der gewttnschten Gasfullung der Gasentladungs- 
lampe entsprechende Atmosphare eingestelit, die durch die 25 
BefullorTnung 5 in das EntladungsgefaB eindringt. 

Nun wird die Lainpe einschlieBlich \ferschluBelernenL 6 
auf eine Temperatur von ca. 400°C erhitzt, wodurch letzte- 
res aufschmiizt und als Tropfen durch die Oberflachenspan- 
nung in die BefullorTnung 5 hineingezogen wird. Danach 30 
wird die Lampe bzw. das VerschluBelement 6 abgekuhlt und 
erstarrt in der in den Fig. 2 und 4 dargestellten Form und 
schlieBt die in dem EntladungsgefaB eingeschlossene Gas- 
fullung ein. 

Dann wird das geschlossene EntladungsgefaB in die dritte 
StaiJ on 9, einen weiteren Durchlaufofen, eingeschleust und 
dort durch eine definierte Steuerung der Of en temperatur 
bzw. durch ein Transportieren der Lampe cnllang einer ei- 
nem definierten Temperaturverlauf entsprechenden Strecke 
innerhalb des Durchlaufofens 9 auf etwa 50°C abgekuhlt. 
GemaB dem in Fig. 5 nechts eingezeichneten Pfeil kann das 
fertige EntladungsgefaB danach entnommen werden. Da es 
sich, wie bereits erwahnt, um ein bereits mit Elektroden- 
streifen und Durchfuhrungen derselben (vergleiche die be- 
reits zitiene Anmeldung 197 11 890.9) versehenes Entla- 
dungsgefaB handelt, ist die Gasentladungslampc damit im 
wesentlichen fertiggestellt. 

Obwohl die Erflndung an einem Flachstrahler nahcr er- 
lautert wurde, bleibl ihre vorteilhafte Wirkung auch bei an- 
deren GefaBgeometrien, insbesondere bei den bereits er- 
wahnten stabfbrmigen Bntladungslampen, beispielsweise 
Aperturlampen fiir die Buroautomation so wie die Automo- 
biltechnik, erhalten. 

AuBerdem kann das "VerschluBelement - wie bereits er- 
wahnt - auch erst nach dem Beftillen der Lampe in die Ent- 
ladungsgcfaBofTnung eingesetzt und anschlieBend aufge- 
schmolzen werden. In dieser Variante braucht das Ver- 
schluBelement selbstverstandlich keine eigene BefliliefT- 
nung mehr aufzuweisen sonde rn kann beispielsweise als 
eine Art Sfopfen ausgefuhrt sein, der dann ebenfalls, nach 60 
dem er aufgeschmolzen worden ist, die EntladungsgefaBdff- 
nung gasdicht verschlieBt 
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Patentansprilche 

1. Gasentladungslampe mit eincm EntladungsgefaB, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das EntladungsgefaB 
rnindestens ein VerschluBelement (6; G) aufweist, wo- 



65 



bei und das bzw. jedes VerschluBelement (6; 6') eine 
EntiadungsgefaBdffnung (5; 5') verbindungsraittelfrci 
gasdicht verschlieBt in dem das bzw. jedes VerschluB- 
element (6; 6*) in die bzw. eine EntiadungsgefaBdff- 
nung (5; 5*) eingesetzt und anschlieBend aufgeschmol- 
zen wurde. 

2. Gasentladungslampe nach Anspruch 1, wobei das 
VerschluBelement (6; 6') aus einem im Vergieich zum 
restlichen EntladungsgefaB (1-3) niedrig schmelzen- 
den Material besteht. 

3. Gasentladungslampe nach Anspruch 2, wobei das 
niedrig schmelzenden Material (6; 6) ein Sinterglas 
oder Glaslot ist 

4. Gasentladungslampe nach Anspruch 2 oder 3, wo- 
bei das niedrig schmelzenden Material (6; 6') aus ei- 
ncm oder mchrcrcn der folgenden Verbindungcn be- 
steht: Pb-Si-B-O, Bi-Si-B-O, Zn-Si-B-O, Zn-Bi-Si-B- 
O, SnO-ZnO-PjOs- 

5. Gasentladungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspriiche, wobci die Lampe fur den Bctricb mittcls 
dielektrisch behinderter Entladung geeignet ist und zu 
diesem Zweck rnindestens eine dielektrisch behindertc 
Elektrode aufweist, 

6. Gasentladungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspriiche, bei der das EntladungsgefaB ein Flach- 
strahlerentladungsgefaB ist und eine Grundplalte (1), 
einen Rahmen (3; 3*) und eine Frontplalle (2) aufweist, 
wobei das VerschluBelement in dem Rahmen (3') oder 
in der Boden- oder Frontplatte (2) vorgesehen ist. 

7. Gasentladungslampe nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, bei der das EntladungsgefaB ein rohrfbrmiges 
EntladungsgefaB einer stabfbrmigen Gasentladungs- 
lampe ist und ein oder beide Enden dieses Entladungs- 
gefaBes mit Hilfe des bzw. je eines VerschluBelements 
verschlossen ist bzw. sind. 

8. Gasentladungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspruche, die rnindestens eine dielektrisch behinderte 
Elektrode aufweist 

9. Verfahren zur Herstellung einer Gasentladungs- 
lampe mit Merkmalen gemaB einem oder mchreren der 
vorstehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch fol- 
gende Verfahrensschritte zum gasdichten VerschlieBen 
einer EnUadungsgefaBoffhung (5; 5'): 

- Bereitstellen eines VerschluBelements (6; 6*) als 
Formteil, passend zur EntiadungsgefaBdffnung 

- Einsctzen des VerschluBelements (6; 6') in die 
EntiadungsgefaBdffnung (5; 5') und Aufschmel- 
zen des VerschluBelements (6; 6*) derail, daB da- 
durch die EntiadungsgefaBdffnung (5; 5*) gasdicht 
verschlossen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei das VerschluB- 
element (6; 6') vor dem Aufschmelzen die Form einer 
Hulse mit Kragen und Offnung (5; 5') hat, wobei beirn 
Aufschmelzen auch die VerschluBe lementoffnung (5; 
5*) verschlossen wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die 
VerschluBelementdffnung (5; 5 ? ) eine Pump- und/oder 
BefullorTnung ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei der die Ver- 
schluBelementdfTnung (5; 5*) einen Durchmesser im 
Bereich von 1-5 mm hat. 

13. Verfahren nach eincm der Anspriiche 9 bis 12, wo- 
bei das VerschluBelement (6; S) auf eine Temperatur 
aufgewarmt wird, bei der dessen Viskositat in der Grd- 
Benordnung von 10 6 dPas oder weniger betragt. 

14. Verfahren nach einem der Anspriichc'9 bis 1 3, wo- 
bei die Temperatur des VerschluBelemenLs (6; <T) beim 
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Aufschmclyen im Bereich /.wischen ca. 350°C und 
600°C Hegt. 

15. Vcrfahrcn nach eincm dcr Anspriichc 9 bis 14, wo- 
bei bci der Aufschmcl/.teinperatur die Viskositat des 
VerschluBclcmcnis (6; 6') mindeslens drci /chnerpo- 
tenzen kleiner ist als jene des restlichcn Rniladungsgc- 
faBes (l^t). 
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